1. Widmowy charakter radiacyjnych pomiaréw temperatury
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Rys. 1.66. System reflektometrii czasowej do pomiaru temperatury

na granicy promieniowania widzialnego. Dtugo$¢ fali promieniowania inicjujgcego
rozpraszanie Ramana wynosi 4 =805 nm. W takim przypadku fale antystokesow-
ska 1 stokesowska majg odpowiednio dtugosci 4,,=780 i 4, =832 nm. Do pomiaru
warto$ci temperatury wykorzystuje si¢ systemy reflektometrii czasowej OTDR (ang.
Optical Time-Delay Reflectometry). Za pomoca uktadu cyfrowego mozna zsynchroni-
zowaé generowanie krotkich impulsow optycznych z rejestracjg natezenia promienio-
wania rozproszonego. Przez pomiar opoznienia migdzy wymuszeniem a odpowiedzig
optyczng, mozna wyznaczy¢ miejsce w $wiattowodzie o danej wartosci temperatury.
Systemy tego typu zapewniaja pomiar wartosci temperatury przy odlegtosciach kilku
kilometrow z rozdzielczoscig liniowa kilku metrow. Mozna uzyska¢ doktadno$¢ po-
miaru wartosci temperatury na poziomie 1+2°C.

Systemy pomiaru temperatury za pomocg dtugich (kilkukilometrowych) swiatto-
wodow noszg nazwe systemow pomiarowych DTS do pomiaru wartosci tempera-
tury wzdluz $wiattowodu (ang. Distributed Temperature Sensing). Systemy tego
typu moga by¢ stosowane w kopalniach i w instalacjach przemystowych do wy-
krywania i przewidywania powstania pozarow. W energetyce systemy DTS uzywa
si¢ do monitorowania warto$ci temperatury kabli, glownie prowadzonych pod po-
wierzchnig ziemi. Ze wzgledu na optyczny charakter pomiaru, systemy DTS moga
pracowaé w atmosferach niebezpiecznych i wybuchowych.
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